Unipolarni tranzistory

Tyto tranzistory se oznacuji zkratkou FET (Fiel Effect Transistor). Jedna se o typ tranzistord, na
jejichz funkci se podili jen jeden typ ndboje, tj. bud elektrony nebo diry. Po fyzikdIni strance se jedna
o pomérné komplikované soucastky, ale dileZita je zakladni predstava.

Existuji dva zakladni mechanismy jejich vytvoreni:

1. tranzistor s hradlem oddélenym prechodem PN - zobrazen na obr. 233. Oba prechody
PN jsou zapojeny v zavérném sméru. Zac¢ne-li rdst napéti, $irka prechodu se déle
rozsifuje. Cast polovodi¢e typu N mezi obéma prechody, kterou te¢e proud, se nazyva
kanal. Roste-li napéti na vstupu, zmensuje se Sitka kanalu (roste Sitka obou prechodd),
roste jeho odpor a kanalem protéka mensi proud. Tedy zménou vstupniho napéti se
méni vystupni proud. Terminologie: kolektor, emitor zlstava, misto o bazi se hovori
o hradlu G (gate).

2. tranzistor s hradlem oddélenym dielektrikem - viz obr. 234. Tento typ tranzistorl se
vyrabi planarni technologii, pfi niz se v kfemikové desticce s vodivosti typu P vytvori
dvé oblasti s vodivosti typu N. Ty tvofi kolektor a emitor tranzistoru. Povrch desticky je
pokryt izolaCni vrstvou #i0; a na ni je nanesena tenka vrstva kovu, kterd pini funkci
fidici elektrody G (gate). Tento typ tranzistoru se oznacuje jako MOSFET (Metal - Oxid -
Semiconductor: kov - oxid - polovodic).

Vstupni obvod je obvod mezi emitorem a hradlem, vystupni obvod je mezi emitorem

a kolektorem. Jeden z prechod{ PN je zapojen v zavérném sméru. U povrchu je
elektrickd intenzita § kolma na povrch, coz zplsobuje odpuzovani majoritnich nositeld
naboje - dér. Toto odpuzovani mize byt natolik intenzivni, Ze vznikne inverzni vrstva -
u povrchu polovodice typu P vznikne vrstva polovodice typu N. Odpor této vrstvy je dan
jeji tloustkou, kterd je zavisla na vstupnim napéti ¥gg. S rostoucim napétim roste Sirka
obou prechod(, prosto se zmensuje Sitka kanalu, roste jeho odpor a kanalem protéka
mensi proud. Tedy opét zménou vstupniho napéti ménime vystupni proud ;.
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